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4.8   แสดงส่วนประกอบของเซลลเ์ซลลแ์สงอาทิตยช์นิดสียอ้มไวแสง (a) โฟโต  
        อิเล็กโทรด (b) เคาน์เตอร์อิเล็กโทรด และ (c) เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ประกอบเสร็จ  
        แลว้ 

 
 

54 
4.9   แสดงลกัษณะเฉพาะทางความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าต่อความต่างศกัยข์อง 
        เซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ไดจ้ากการสปาร์ค 10, 25, 50 และ 100 รอบ 
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4.10 แสดงลกัษณะเฉพาะทางความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าต่อความต่างศกัยข์อง  
       (a) ผงซิงกอ์อกไซด ์(ZP) และ (b) ผงนาโนซิงกอ์อกไซด ์(ZNP) เม่ือท าเป็นสอง    
        ชั้นในโฟโตอิเล็กโทรด 

 
 

57 
4.11 แสดงการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพต่อจ านวนรอบในการสปาร์ค ระหวา่ง 
        ผงซิงกอ์อกไซด ์(ZP) และผงนาโนซิงกอ์อกไซด ์(ZNP)  
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4.12 แสดงการเปรียบเทียบค่าความหนาแน่นกระแส (JSC) ต่อจ านวนรอบในการ     
        สปาร์ค ระหวา่งผงซิงก์ออกไซด ์(ZP) และผงนาโนซิงกอ์อกไซด ์(ZNP) 
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4.13 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งผงซิงกอ์อกไซด ์(ZP) และผงนาโนซิงกอ์อกไซด ์  
        (ZNP) ของค่า (a) VOC   และ (b) FF ต่อจ านวนรอบในการสปาร์ค 
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4.14 แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งผงซิงกอ์อกไซด ์(ZP) และผงนาโนซิงกอ์อกไซด ์  
        (ZNP) ของค่า (a) Series resistance, RS และ (b) Shunt resistance, RSh ต่อ  
        จ านวนรอบในการสปาร์ค 
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4.15 แสดงสเปกตรัมการสะทอ้นแสงของ (a) ผงซิงกอ์อกไซด ์(ZP) และ (b) ผงนาโน 
        ซิงกอ์อกไซด ์(ZNP) เม่ือใชส้กรีนทบัฟิลม์บางซิงกอ์อกไซดจ์ากการสปาร์คท า    
        เป็นสองชั้นในโฟโตอิเล็กโทรด 
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4.16 แสดงค่าการสะทอ้นแสงท่ีความยาวคล่ืน 550 นาโนเมตร ต่อจ านวนรอบในการ 
        สปาร์คของผงซิงกอ์อกไซด ์(ZP) ในการท าเป็นสองชั้นในโฟโตอิเล็กโทรด 
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4.17 แสดงกราฟ Nyquist plots ของ (a) ผงซิงกอ์อกไซด ์(ZP) และ (b) ผงนาโนซิงก ์
        ออกไซด์ (ZNP) เม่ือใชส้กรีนทบัฟิลม์บางซิงกอ์อกไซดจ์ากการสปาร์คท าเป็น   
        สองชั้นในโฟโตอิเล็กโทรด  
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4.18 แสดงกราฟ Bode plots ของ (a) ผงซิงกอ์อกไซด ์(ZP) และ (b) ผงนาโนซิงก ์
        ออกไซด์ (ZNP) เม่ือใชส้กรีนทบัฟิลม์บางซิงกอ์อกไซดจ์ากการสปาร์คท าเป็น    
        สองชั้นในโฟโตอิเล็กโทรด 
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4.19 แสดงการเปรียบเทียบค่าความตา้นทานของการน าประจุต่อจ านวนรอบในการ   
        สปาร์ค ระหวา่งผงซิงก์ออกไซด ์(ZP) และผงนาโนซิงกอ์อกไซด ์(ZNP) 
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4.20 แสดงการเปรียบเทียบค่าช่วงเวลาของอิเล็กตรอน (Electron life time) ต่อ  
        จ านวนรอบในการสปาร์ค ระหวา่งผงซิงกอ์อกไซด ์(ZP) และผงนาโนซิงก ์ 
        ออกไซด ์(ZNP) 
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4.21 แสดงการกระเจิงของแสงภายในขั้วโฟโตอิเล็กโทรดของ (a) เซลลอ์า้งอิง (b)   

            เซลลท่ี์ท าเป็นสองชั้นในโฟโตอิเล็กโทรด 
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4.22 แสดงการเดินทางของอิเล็กตรอนภายในขั้วโฟโตอิเล็กโทรดเม่ือฟิลม์ซิงก ์ 
        ออกไซดท่ี์ไดจ้ากการสปาร์คมีความหนา (a) นอ้ย (b) มาก 
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